















































顕微鏡観察の技法を確立した｡次に,高純度ニッケルに1.5MeV H+及び1.8MeV He十 を
照射量と温度とを変えて照射し,この方法により観察した｡更に比較の為に,電子顕微鏡観察
用薄膜試料片に25KeVHe+を照射し,透過型電子顕微鏡で観察した｡
イオン照射では,損傷関数は深さに依存し,或深さでピー クを持っ｡室温に於ける照射では
blackdot状の点欠陥集合体が観察され,損傷関数のピーク付近で,その密度も最大になる｡
He+照射では,点欠陥集合体密度の深さ分布は損傷関数に強く依存し,損傷のない深い領域で
は点欠陥集合体は観察されない｡一方H+照射では,その密度分布の損傷関数-の依存性は弱
く,損傷のない深い領域にも点欠陥集合体が観察され,点欠陥の拡散を反映した結果となって
いる｡両者を比べるとHe+照射の方が損傷量が一桁少ないにも拘らず,点欠陥集合体密度は
一桁多い｡
これらの結果に拠り,H+照射では注入した水素の影響は少なく,点欠陥集合体の核は拡散
速度の大きい格子間原子からなり,H+照射では拡散の小さい原子空孔と注入されたヘリウム
との複合体が核になると推測される｡
又,水素イオンを照射した試料では損傷量のピーク付近に,rod状の点欠陥集合体が観察さ
れた｡
550℃にて照射した試料では,cavities及び,転位が平均投影飛程付近に局在しているのが
観察された｡このとき cavitiesの密度は薄膜実験の場合より数桁少ない｡この相違は, bulk
実験では,損傷領域が,表面から離れている為に,表面の格子間原子に対するsink効果が小
さい為と考えられる｡
以上のように,cross･section法を用いた研究により,bulkに於ける点欠陥集合体の核形成に
原子空孔やガス原子が関与すること,及び, bulk に於ける損傷形態と薄膜のそれとの差異が
明らかになった｡
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